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Este invento se re f ie re  a d ispositivos in terrup to res 
semiconductores bid ireccionales (b ila te ra le s )  del tip o  que 
puede conmutarse entre dos estados de impedancia, es d ecir, 
entre un estado de a l ta  impedancia y uno de baja impedancia, 

5'.- para conducción de corriente en ambas direcciones a través
del dispositivo semiconductor. Más particularm ente, e l  inven 
to  se re fie re  a d ispositivos de e s ta  clase en los cuales un 
electrodo de barrera o de contro l proporciona contro l para 
ambas partes de l a  sa lid a  de una alimentación de corriente 

10 .- a lte rn a  aplicada entre un par de electrodos p rincipales del 
d isp o sitiv o .

El in te rru p to r semiconductor b id ireccional de t r e s  con 
ductores se ha convertido en un componente importante en una 
gran variedad de aplicaciones de control'.

15'.- El in te rru p to r b id ireccional de t re s  conductores se con
v ie rte  en un elemento activo en aplicaciones de c ircu ito  co­
nectando sus dos term inales p rincipales portadores de co­
rr ie n te  en e l  c ircu ito  a co n tro la r. Con e l  d ispositivo  en su 
estado de desconexión, actúa como elemento de gran intpedan- 

20. -  c ia ; salvo por una pequeña co rrien te  de fuga, e l  in te rru p to r 
actúa como un c ircu ito  ab ie rto . Cuando e l  in te rru p to r e s tá  
en su estado de conexión, presenta una impedancia más baja 
(esencialmente un co rtocircu ito) a l a  co rr ie n te . La co rrien ­
te  puede conectarse, para un v o lta je  aplicado a través de sus 

25 .- term inales p rinc ipa les, en cualquier dirección o en ambas d i
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recciones. En otras palabras, puede actuar como elemento 
de gran itopedancia para la  corriente en ambas direcciones 
o como elemento de gran impedancia para la  corriente en una 
dirección y,esencialmente como co rto -c ircu ito , para la  co- 

30. -  m ien te  en dirección opuesta, o puede operar como elemento 
de baja impedancia para la  corriente en ambas direcciones. 
Además, e l  tiempo durante cualquier semi-ciclo de una a l i ­
mentación a lte rn a  en e l  cual e l  in te rru p to r puede hacerse 
conductivo, puede v a ria rse . El mecanismo usual para hacer 

35 . -  que e l  in te rru p to r sea conductor consiste en ap lica r un vol 
ta je  para in troducir o ex traer corriente desde un te rc e r 
conductor o term inal (denominado conductor de disparo o de 
barrera  o puerta) que aumenta la  corriente que pasa por e l  
dispositivo haciendo con e llo  que sea conductor. Esta acción 

40'.- se denomina de manera descrip tiva disparo o conexión del 
d isp o sitiv o .

Para los in terruptores bidireccionales ta le s  como se 
consideran aquí se usa un sólo term inal (term inal de barre­
ra) para conectar e l  paso de corriente en cualquier d irec- 

45 .- ción a travás del d ispositivo . Asi, tienen lugar diferentes 
movimientos de los portadores y se u ti liz a n  diferentes t r a ­
yectos de l a  corriente para la  conexión para direcciones 
opuestas del paso de la  corriente de carga. Esto quiere de­
c i r  que se u t i l iz a  un modo de disparo diferente para d irec- 

50.- ciones opuestas del paso de la  co rrien te . En consecuencia, 
es d i f íc i l  obtener e l  disparo en ambas direcciones del paso 
de l a  corriente con la  misma magnitud de vo lta je  e in ten si­
dad del electrodo de barrera . Es muy deseable que, para am­
bas direcciones de conducción de l a  corriente a travós del 

55'.- in te rru p to r, e l  vo lta je  y la  intensidad de l a  barrera para
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e l  disparo sean sim ila res. Por consiguiente, es un objeto 
del presente invento crear medios para hacer que la s  carac­
te r ís t ic a s  de disparo del electrodo de barrera  de un dispo­
s itiv o  semi-conductor bid&reccional resulten-más aproximada- 

60 .- mente sim étricas para ambas direcciones de conducción.
También es muy deseable proporcionar medios para e l  

disparo de l a  barrera  a l  va lo r mínimo posible de corriente 
y vo lta je  to ta le s  de l a  b a rre ra . Por consiguiente, un objeto 
del presente invento es concentrar l a  corriente de l a  barre- 

65'.-  r a  de manera que l a  densidad de corrien te  requerida para con 
mutar e l  d ispositivo  desde e l  estado de a l ta  impedancia a l  
de baja impedancia pueda obtenerse a un valo r menos de in ­
tensidad y vo lta je  to ta le s  de la  b a rre ra .

Al lle v a r a la  p rác tica  e l  presente invento, se crea 
YO.- un único dispositivo semirconductor de t r e s  t e r mi nales ( tre s  

conductores) que controla ambas polaridades de l a  sa lid a  de 
una alimentación de corriente a lterna '. Con e l  f in  de asegu­
ra r  que l a  densidad de corriente requerida para conmutar e l  
d ispositivo se obtiene a un valo r bajo de l a  in tensidad de 

75. -  barrera  y para conseguir e l  disparo de l a  barrera  con un
v o lta je  de barrera  bajo, se crea un camino confinado lo c a li­
zado de baja re s is te n c ia  para l a  corriente entre e l  e lec tro ­
do de barrera y la  unión p rinc ipa l de emisor más cercana.

El invento, tanto en cuanto a su organización como a sus 
80.- ventajas, podrá comprenderse mejor haciendo re feren cia  a l a  

descripción siguiente tomada conjuntamente con los dibujos 
adjuntos, en los cuales:

La f ig .  1 es una v is ta  en corte diagramática de una 
realización  de un in terru p to r b id ireccional de t r e s  term ina- 

85',- le s  construido de acuerdo con lo s  princip ios del presente in -
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vento y tomada a lo largo de las  líneas de sección 1 - 1  de 
la  f ig .  2;

l a  f ig .  2 es una v is ta  en p lan ta  del in te rru p to r b id i-  
reccional de t re s  term inales ilu strado  en la  f ig .  1 ; y

las  f ig s .  3 y 4 son v is ta s  en planta de otras re a liz a ­
ciones de in terruptores bidireccionales de tre s  term inales 
que u tiliz a n  e l  presente invento.

Con referencia  a l  d ispositivo de la s  f ig s .  1 y 2 (par^- 
ticularmente con referencia  a la  v is ta  en corte de l a  f ig .  1 ) 
se i lu s t r a  un dispositivo semi-conductor b id irecc iona l. El 
in terru p to r tiene tre s  terminales 1 , 2 y 3 que están desti­
nados a ser conectados en e l  c ircu ito  en e l  cual se emplea 
e l  in te rru p to r. Los terminales p rincipales superior e in fe­
r io r  portadores de corriente 1  y 2, respectivamente, están 
conectados en un camino princ ipa l portador de corriente del 
c ircu ito  y e l term inal de barrera 3 es tá  conectado a una 
alimentación que sum inistra una señal de conexión de po lari­
dad apropiada cuando e l  trayecto de corriente entre los te r ­
minales principales 1 y 2 ha de hacerse muy conductor. E l dis 
positivo ilu strado  es uno que puede conectarse con polariza­
ción negativa o po sitiv a  (corrien te de barrera) con re lación 
a l  electrodo superior p rincipal 1 . Asi, s i  e l  electrodo prin  
c ipal in fe r io r  2 es positivo o negativo con re lación  a l  elec 
trodo principal superior 1 , una corriente de barrera p o s iti 
va o negativa pondrá e l  d ispositivo en conducción.

En l a  realización  ilu s trad a  en las  f ig s .  1 y 2 (vóase 
particularmente la  f ig .  l )  l a  oblea semi-conductora 10 pue­
de consñararse como un dispositivo de cinco capas que tiene 
una región o capa de base 11 in terna  de tipo  N de conducti­
vidad y regiones o capas 12 y 13 de tipo  de conductividad P
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a lados opuestos. Las dos capas de tip o  P 12 y 13 rea lizan  
funciones d iferen tes para conducción en sentidos opuestos 
a travás de l a  oblea 10. Por ejemplo, cuando e l  term inal 
p rinc ipa l in fe r io r  2 es positivo con re lación  a l  term inal 
p rin c ip a l superior 1, la  capa de tipo  P 12 in fe rio r  (es de­
c i r ,  in fe rio r  en la  figura) opera como emisor y la  unión Jg 
entre la  capa in fe rio r  12 de tip o  P y la  capa in te r io r  11 
de tip o  N se considera como unión de emisor. En estas condá, 
ciones, la  región superior de tipo  P 13 ( in te rio r)  consti­
tuye una región de base que es tá  separada de la  región de 
base 11 de tipo  N por la  unión Cuando se inv ie rte  la  
polaridad entre los term inales principales (term inal supe­
r io r  p rinc ipa l 1  positivo con re lación  a l term inal in fe rio r  
p rinc ipa l 2) la  capa superior de tipo  P 13 constituye un 
emisor y la  capa in fe rio r  de tip o  P 12 constituye una capa 
de base in te rn a .

Una región o capa superior 14 de tipo  N de conductivi­
dad se forma junto a una parte  de la  capa de base in te rn a  
de tip o  P y e s tá  separada de e l la  por una unión re c t if ic a ­
dora J4 . Como se ha ilu s trad o , e s ta  región 14 de tip o  N es­
t á  espaciada a ambos lados del d isp o sitiv o . Cuando e l  term i­
n a l in fe r io r  2 del d ispositivo es positivo con re lación  a l  
term inal superior 1, l a  región superior 14 de tipo  N consti 
tuye una región de emisor y la  región adyacente J4 , una u- 
nión de emisor. La región superior 14 de tipo  N se denomina 
región de emisor p rin c ip a l. No constituye parte del trayec­
to activo de la  corriente p rin c ip a l del dispositivo para con 
ducción en e l  sentido opuesto.

Con e l  f in  de proporcionar una unión correspondiente 
de emisor, y emisor para conducción en e l  sentido opuesto
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(es decir, con e l  term inal superior 1  positivo respecto a l 
term inal in fe rio r  2) , se forman un par de regiones de con­
ductividad in ferio res de tipo  N 15 y 16 junto a una parte de 
región in fe rio r  12 de tipo  P y forman uniones rec tificad o - 

150.- ras y Jg respectivamente (uniones de emisor para e s ta  po 
laridad):. Las regiones in ferio res 15 y 16 de tipo  N son sólo 
contiguas a partes de la  región in fe rio r  12 de tipo  P y es­
tán  espaciadas para dejar una superficie de cubista de la  
región in fe rio r  12 de tipo  P debajo de la  región de emisor 

155.- externa superior 14 de tipo  N. Así, la  región superior 14
de tipo  N solapa l a  parte descubierta de la  región in fe rio r  
12 de tip o  P para fines de conducción. Además, la s  regiones 
in ferio res de emisor 15 y 16 de tipo  N tienen partes que se 
extienden bajo una parte de la  región de emisor superior 

160.- 14 de tipo  N y otras partes que quedan fren te a partes des­
cubiertas de la  región superior de tipo  P 13 para formar zo­
nas solapadas con fines de conducoión.

Loa contactos para e l  trayecto principal de conducción 
de corriente a travás del dispositivo se hacen disponiendo 

165 .-  contactos óhmicos 17 y 18 de baja re s is ten c ia  sobre las  ca­
ras principales in fe rio r y superior, respectivamente, de la  
oblea 10. El electrodo o contacto in fe rio r  17 toca las  regio 
nes in ferio res ex teriores 15 y 16 de tipo  N y tambián la  par 
te  descubierta de la  región contigua adyacente (in fe rio r) 

170.- 12 de tipo  P . Asi, e l electrodo in fe rio r  17 co rto -c ircu ita
las  uniones y Jg . El electrodo principal superior 18 se 
extiende sobre la  región de emisor ex te rio r 14 de tipo  N y 
sobre la  parte descubierta de la  región superior 13  de t i ­
po P que está  fren te (encima) a l a  región in fe rio r  16 de t i  

175.- po N y, a s í, co rtoo ircu ita  la  unión superior J¿j_. Los elec-
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trodos 17 y 18 están ooneotados eláctricamente a los t e r ­
minales principales 2 y 1  respectivamente.

Con e l  f in  de proporcionar control de barrera , se dis­
pone una región de emisor de barrera  19 de tip o  N junio a 

180.- l a  parte de l a  región superior 13 de tip o  P y cerca de l a  re­
gión de emisor superior externa 14 de tipo  N pero a l  lado 
opuesto de la  región 14 respecto a aquál sobre e l  cual e l  
electrodo p rinc ipa l superior 18 se extiende para to ca r la  
región superior 13 de tipo  P . La unión re c tificad o ra  d e fi-  

I 85. -  nida entre la  región de barrera superior 19 de tip o  N y la  
región adyacente 13 de tipo  P se designa con J5 . Sobre la  
región de barrera  19 se forma un contacto o electrodo óhmico 
20 de baja re s is te n c ia  para proporcionar un medio de conexión 
e ló c tr ica  con e l  term inal 3 de l a  b a rre ra . Se observará que 

I 90. -  e l  contacto de barrara 20 se extiende sobre l a  unión de emi­
sor de barrera J 5 y toca tambiín l a  región adyacente superior 
13 de tipo  P y, como se vá mejor en l a  f ig .  2, l a  parte del 
electrodo de barrera 21 que toca l a  región 13 de tip o  P es 
relativamente pequeña en comparación con la  parte del e lec- 

195'.- trodo que se extiende sobre la  región de barrera 19 de tipo  
N. Además, como se muestra, l a  pequeña parte 21 de contacto 
de co rto -c ircu ito  del contacto de barrera 20 se extiende so­
bre lo que puede denominarse un puente 22 sobre la  cara p rin  
c ipa l superior de la  oblea 10. E l puente 22 se forma en este 

200.- caso atacando las  ranuras 23 y 24 entre la  región 19 de emi­
sor de barrera y la  región de emisor p rinc ipa l superior 14 

pero dejando (por ejemplo, mediante una reserva de cera) la  
parte de puente levantada 22 de m aterial de tip o  P entre l a  
región de emisor de barrera 19 y l a  región de emisor p rin c i- 

205'.- pa l superior 14. Así, la  combinación de la  parte de contacto

088 „
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de barrera 21 de co rto-circu ito  y e l  puente 22 forma un 
camino localizado para la  co rrien te , de baja re s is te n c ia , 
entre e l  contacto de barrera 20 y la  unión de emisor supe­
r io r  J4 . La razón para formar este camino localizado concen 
trado de baja re s is ten c ia  para l a  corriente es la  de reducir 
e l  valor de la  corriente de barrera to ta l  necesaria para 
proporcionar la  requerida densidad de corriente de emisor 
para pasar e l  dispositivo a su condición de conducción y 
tambión para reducir e l  vo lta je  de barrera necesario para 
disparar e l  d ispositivo .

Con e l  f in  de comprender cómo e l uso del camino loca­
lizado concentrado de baja re s is te n c ia  para la  corriente re 
duce la  intensidad y e l vo lta je  de la  barrera necesarios 
para disparar e l  d ispositivo , es necesario comprender algo 
acerca del funcionamiento del d ispo sitiv o . En realidad , t a l  
dispositivo es disparado en dos modos diferentes por lo  me­
nos, ya que puede dispararse desde la  misma barrera para 
ambas polaridades entre los term inales principales 1 y 2.
Los modos de disparo que se consideran mas importantes se 
denominan aquí, para mayor conveniencia del a n á lis is , e l  mo­
do de disparo de barrera de unión y e l  modo de disparo SCR. 
Ambos modos de disparo pueden usarse con cualquier p o lari­
dad entre los terminales principales 1 y 2 . Sin embargo, e l  
modo de disparo de barrera de unión ocurre cuando e l  termi­
na l de barrera 3 es negativo con re lación a l  term inal prin­
cipa l superior 1 y e l modo de disparo SCR ocurre cuando e l 
term inal de barrera 3 se hace positivo con re lación  a l  t e r ­
minal p rincipal 1 . Ambos modos de disparo se han descrito 
en deta lle  en la  so lic itu d  de patente de los EE.UU NS-. 337384 
titu la d a  "Interruptor semi-conductor", presentada e l  d ía 13
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de Enero de 1964 y también en la  obra "Semiconductor Con- 
tro lla d  R e c tif ie rs , P rincip ies and Applications of Devices 
p-n-p-n" de FJS. Gentry, F.W. Gutzwiller, N. Eolonyák Jr-. 
y E.E. VonZastrow, 1964, editada por P rentice-H all, p a r t i -  

240'.- oularmente en l a  sección 3.9; páginas 143 a 148. Como los
modos de disparo se han descrito  adecuadamente en otros lu ­
gares, no se analizará aquí de nuevo la  descripción comple­
t a  del movimiento de los portadores positivos y negativos 
para pasar e l  d ispositivo a conducción en cualquier d irec- 

245.- ción . Sin embargo, s i  se señalará que e l  disparo de barre­
ra  de unión depende de la  inyección de electrones desde la  
región 19 de emisor de barrera , que ocurre cuando e l  termi­
na l de barrera  3 es negativo con re lación  a l  term inal p rin ­
cipa l superior 1 , y que e l disparo SCR oourre cuando e l  vol 

250'.-  ta je  de barrera  in ic ia  e l  movimiento de portadores desde l a  
región de base superior 13 de tip o  P y l a  inyección de elec­
trones desde l a  unión de emisor p rinc ipa l J4, lo  que ocurre 
cuando e l  term inal de barrera  3 es positivo con re lación  a l  
term inal superior 1 .

255'.- En general, e l  dispositivo de barrera  de unión del dis­
positivo  requiere menos intensidad y menos v o lta je  de barre­
ra  que e l  disparo SCR. Por consiguiente, con e l  f in  de re­
ducir l a  corriente y e l  v o lta je  de barrera  necesarios para 
e l  disparo SCR y con e l  f in  de hacer que la s  ca rac te rís tica s  

260'.- del disparo sean más aproximadamente sim étricas para ambos 
modos de disparo, la  unión J5 de emisor de barrera es oor- 
to c ircu itad a  disponiendo la  prolongación 21 sobre e l  contac­
to  de barrera 20. Esto reduce l a  corriente y vo lta je  reque­
ridos para la  barrera  para e l  disparo SCR en v irtu d  del he- 

265'.- cho de que l a  unión J5 del emisor de barrera no es tá  ya en
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aerie con e l  camino para la  corriente de barrera requerido 
para e l  disparo SOR. Sin embargo, incluso con l a  unión de 
emisor de barrera J5 , acortada, la s  ca rac te rís tica s  del dis­
paro pueden no ser sim étricas y e l  v o lta je  y l a  corriente 

270. -  para e l  disparo de barrera pueden todavía ser mayores de
los deseados. De acuerdo con e l  presente invento, e s ta  con­
dición se a liv ia  aprovechando e l  hecho de que es l a  densi­
dad de corriente del emisor p rinc ipa l la  que hace que e l  d is . 
positivo conmute. Con e l  f in  de aumentar l a  densidad de co- 

275'.- rr ien te  del emisor p rincipa l con una intensidad y vo lta je
reducidos de la  barrera se prevé un camino de corriente lo ­
calizado concentrado de baja re s is te n c ia  entre e l  electrodo 
de barrera 20 y la  unión de emisor p rinc ipa l superior J4 

que está  aquí compuesta por la  prolongación 21 relativamen- 
280. -  te  pequeña sobre e l contacto de barrera 20 y e l  puente o

camino 22 que es más grueso (más grueso medido desde la  su­
p erfic ie  p rincipa l superior a l a  unión debajo de l a  unión 

del emisor) que cualquier otro camino de corriente entre 
e l  contacto íe ta rreña  20 y la  uni&i J4 de emisor p rin c i-  

285.- p a l. Como en las  estructuras que ya han sido construidas las  
capas 12 y 13  de tipo  P estaban difundidas, e l  camino de ba 
ja  re s is ten c ia  para la  corriente es también manor por e l  
hecho de que la  concentración de impurezas en la  superficie 
superior p rinc ipa l (conservada sobre e l  puente 22) propor- 

290'.- ciona una menor resis tiv id ad  que e l  m aterial que es tá  más 
abajo hacia la  unión J-¡_.

Otra realización que proporciona e l  camino concentra­
do de baja re s is ten c ia  para la  corriente entre e l  electrodo 
de barrera y la  unión de emisor p rinc ipa l para dar esencial 

295.- mente los mismos resultados se i lu s t r a  en la  f ig .  3 . La f ig .
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3 ea una v is ta  en p lan ta de un in te rru p to r b id ireccional que 
tiene  l a  misma estru ctu ra  en sección que se ha mostrado en 
l a  f ig .  1  y que tiene  muchas de la s  mismas ca rac te rís tica s  
estructu ra les '. Puesto que los dispositivos son tan  semejan- 

300. -  t e s ,  se u ti liz a n  los mismos números de referencia  para desig­
nar partes y ca rac te rís tic a s  correspondientes de los dos dis­
p o sitiv o s . El dispositivo de la  f i g .  3 d ifie re  del ilustrado  
en la s  f ig s .  1  y 2 en que e l  camino de baja re s is te n c ia  25 
entre e l  sa lien te  21 del electrodo de barrera 20 y la  unión 

305. -  J4 del emisor p rin c ip a l se crea difundiendo en un camino es­
trecho o puente que e s tá  designado con P4 para ind icar que 
es de m aterial de re s is tiv id ad  mucho menor que l a  capa 13  

superior de tip o  P, aunque del mismo tipo  de conductividad'.
En este caso no se han hecho ranuras por ataque química en- 

3 1 0 t r e  la  región 19 de emisor de barrera  y l a  región 14 de emi­
sor p rinc ipa l superior, aún cuando e l  efecto puede aumentar­
se atacando ranuras ta le s  como 23 y 24 ilu s trad as  en l a  f ig .  
2'.

En l a  f i g .  4 se i lu s t r a  todavía otro medio para crear 
315 . -  e l  o amino de baja re s is te n c ia  entre e l  contacto de barrera  y 

l a  unión de debajo de la  región de emisor superio r. De nuevo, 
los elementos que se corresponden con los del d ispositivo de 
la s  f ig s .  1  y 2 han recibido los mismos números de referen­
c ia  en gracia a l a  sen c ille z . En este  caso, l a  región 19 de 

320. -  emisor de barrera  se provee de una en ta lladura 26 que deja 
a l  descubierto l a  región adyacente superior 13 de tip o  P y 
e l  electrodo de barrera  27 se crea soldando por ultrasonidos 
un conductor de barrera  de aluminio sobre la  región de emisor 
de barrera , de t a l  manera que salve l a  parte descubierta de 

325'.- l a  región superior 13 de tip o  P en l a  parte con en talladura



324088— 13

de la  región de emisor de b a rre ra . En efecto , se crea as í 
un pequeño co rto -circu ito  localizado entre e l  electrodo de 
barrera 27 y la  región superior 13 de tipo  P . Como e l  cor­
to -c ircu ito  es relativamente pequeño y está  localizado, e l  

330'.-  camino de la  corriente entre e l  electrodo de barrera  y la  
unión J4 de emisor p rincipal es también pequeña y e s tá  lo­
calizada.

N O T A.-
Los puntos de invenoiÓn propia y nueva que se presen- 

335'.- tan  para que sean objeto de es ta  Patente de Invención en 
España, por veinte años, son los siguientes:

1 2 Un dispositivo de interrupción semiconductor b i­
la te ra l  en e l  cual un electrodo de barrera proporciona e l  
contro l para conmutar e l  d ispositivo entre estados de con- 

34O.- ducción y de no conducción para un camino de l a  corriente
entre un par de electrodos principales portadores de corrien 
t e ,  teniendo un cuerpo se mi-conductor una pluralidad de re­
giones a lternan tes, estando la s  regiones adyacentes que son 
de tipo  de conductividad opuesto separadas por barreras rec- 

^45'.- tif ic a d o ra s , constituyendo una de dichas regiones junto a 
una superficie de dicho cuerpo un emisor p rin c ip a l, estando 
dicho emisor p rincipa l formado en la  región adyacente con­
tigua de t a l  manera que una parte de dicha región adyacente 
contigua quede a l  descubierto en dicha superfic ie , habiendo 

35O u n a  región de emisor de barrera del mismo tip o  de conducti­
vidad que dicha región de emisor principal formada también 
en dicha región adyacente contigua y junto a dioha super­
f ic ie  de dicho cuerpo, habiendo un electrodo de barrera co­
nectado òhmicamente a dicha región de emisor de barrera y
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también a dicha región adyacente contigua, caracterizado por 
medios para crear un camino localizado concentrado de baja 
re s is te n c ia  entre una parte de dicho electrodo-de barrera 
que e s tá  sobre dicha región adyacente contigua y l a  barrera 
rec tificad o ra  que e s tá  entre dicha región adyacente contigua 
y dicha región de emisor p rin c ip a l.

23 .- Un dispositivo segdn e l  punto 1% caracterizado 
porque dichos medios para crear un camino concentrado loca­
lizado de baja re s is te n c ia  entre una parte de dicho e lec tro ­
do de barrera  y dicha barrera  rec tif icad o ra  que e s tá  entre 
dicha región adyacente contigua y dicha región de emisor 
p rin c ip a l, están  definidos por un puente de m aterial de di­
cha región adyacente contigua que tiene un espesor mayor que 
e l  de cualquier o tra  parte de dicha región adyacente conti­
gua entre dicho electrodo de barrera  y dicha barrera  r e c t i ­
ficadora entre dicha región adyacente contigua y dicha re ­
gión de emisor p rinc ipa l y medido entre l a  superficie del 

* cuerpo y la  barrera  re c tificad o ra  entre dicha región adyacen 
te  contigua y la  región opuesta a dicha región de emisor 
principal'.

33.- Un dispositivo segdn e l  punto l s ,  caracterizado 
porque dicha región de emisor de barrera tiene  una en ta lla
relativam ente pequeña en e l la  que deja una parte a l  descu­
b ie rto  de dicha región adyacente contigua que penetra en d i­
cha región de emisor de barrera , un electrodo de barrera que 
hace contacto óhmico con dicha región de emisor de barrera  
y que se extiende sobre a l  menos una parte de dicha en ta lla  
para tocar a s i dicha región adyacente contigua donde dicha 
región adyacente contigua penetra en dicha región de emisor 
de barrera  para dar a s i un camino localizado concentrado de
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baja re s is ten c ia  entre una parte de -dioho electrodo de ba­
rre ra  y l a  barrera rec tificad o ra  que hay entre dicha región 
contigua adyacente y dicha región de emisor de b a rre ra .

4 S " U N  DISPOSITIVO DE INTERRUPCION SEMICONDUCTOR BI­
LATERAL", todo t a l  y conforme se describe en l a  presente me­
moria, la  cual consta de 391 lín eas y a t í tu lo  de ejemplo se



GENERAL ELECTRIC COMPANY HOJA 1/2.



GENERAL ELECTRIC COMPANY. 324088 HOJA 2/2.

za­

za4-

ESCALA VARIABLE.

F!G.3.
z o

25.
P+4

2/

/V AZ

/a

-20

/a

FtG.4.
Z O  Z 3

/ a


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



